12. TRANZYSTORY DO CELOW SPECJALNYCH

12.1. TRANZYSTORY MALEJ MOCY, MALEJ CZESTOTLIW0SCI

'| Dane dopuszczalne graniczne Dane charakterystyczne (tamv = 25°C)
(‘lmh = 2500)
. Zasto- Polary-
Tvp sowanie Obudowd 2acia . . Ryt pray Cos, Ucgsat F
. : A Ues - | Pc ; o KHz o pray pray przy
(Ucss) ® (Pwt) | Grupa Ton " 7o = 10 mA| Ucg = 5 A
’ cE=5YV Ucn—lOVI ~05mAllc - 0.2 ma
. : Te=2mA r= e=5im
, v v mV MHz pF v dB
BCAE(7 ¢ | CE46d [npn | <45 <45 . <150 { A 125.,.260 =156 <6 <025 | <10
: B 240...500
BCAE08 ¢ || CE45d | npn | <20 <20 [ <150 | A 125...260 =150 <6 <025 | <10
: : B 240...500
C 450...900
BCAE09 c CE45d | npn | <20 <20 | <150 | B 240...500 =150 <6 <025 | <4
: : 1T - ‘ c 450...900
BCAEOTR ¢ | CE4be |npn | <45 | <45| <150 | A 125...260 >150 | <6 <0,26 | <10
’ ' B 240...500
BCAE(OSR ¢ CE45¢ | npn | <20 <20 <150 | A . 125...260 <150 <6 <025 | <10
' - | B | - 240...500
C 450...900
BCAEGYR ¢ CEd45e | npn <20 <20 | <150 | B 240...500 <150 <6 <025 | <4
: ‘ c - 450...900
BCAE77 ¢ CE45d .| pnp <50 <45 | <150 | VI 75...150 200 <6 <02 <10
: : : A 125...260
v B 240...500
BCAETS ¢ CE45d | pnp <30 <25 | <150 | vr " 75...150 200 <6 <0,2 <10
: 1 |a 125...260
B 240...500
: ¢ 450...900
BCAE79 ¢ CE45d | pnp | <25 <20 | <150 | A 125...260 200 <6 <0,2 <4
; ; 1 - 1 |B 240...500
1e 450...900
BCAE7TR ‘o- | CE4be. | pnp. | <50 <456 | <150 | VI 15...150 200 <6 <0,2 <10
e oo o : A (125...260
. B 240...500 i
BCAE78R ¢ | CB4se | prp | <30 <2 | <150 | VI 75...150 200 <6 <0,2 <10
A | ‘ ST A 125...260
B 240...500 ) - -
. C 450...900
BCAE79R ¢ | CE4Be | pnp | <25 <20 | <150 | A 125...260 200 <6 <0,2 <4
‘ : B 240...500
¢ 450...900
BCAPO7 a CE22 wpn <45 <456 | <300 | A 110...240 <150 <4,5 <018 | <10
. B 200..,480
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Dane dopuszczalne graniczne ) _ ogo
(foms = 25°C) Dane charakterystyczne (famo = 25°C)
Zasto- Polary
Tsp sowanie Obudowa zacja . hgge? Pray Ccag Ucg sat F
Ucs v Pc 5 ’: 1 kHz P iz przy przy
(Uces) °® | (Pwd | Grupa Vo - P2y |Zc=10mA| Uce =54
ce =5V Uca =10V,
In = 0,6 mA|lc = 0,2 mA
Ic = 2mA
v ' mW MH2z ¥ A\ 4B
BCAPOS 4 CE22 npn <20 <20 | <300 A 110...240 2150 <4,5 <0,18 <10
B "200...480
C 400...850
BCAP09 » CE22 npn <20 €20 ] < 360 B 200...480 =150 <4,5 <0,18 <4
C 400...850
BCAP77 a CE22 ‘pnp <50 <45 | <300 VI 65...150 (=200) <7 <0,2 <10
A 110...240
B 200...480
BCAP78 & CE22 pnp | <30 <25 <300 Vi 65...150 (=200) <7 <0,2 <10
A 110...240
B 200...480
BCAP179 b CE22 pnp <25 <20} <300 A 110...240 {=>200) <10 <0,2 <4
B 200...480
* Wzmacniacze malej czestotliwosci i stopnie sterujgce
b Wzmacniacze malej czestotliwosci, stopnie sterujace, stopnie wejéciowe o niskim poziomie szuméw
¢ Uklady hybrydowe
9 W wypadku BCAPO7...79 — hyr
Dane dopuszczalne graniczne (cd.)
Uge <5V
I <100 mA .
ty <75°C
12.2, TRANZYSTORY MALEJ MOCY, WIELKIEJ CZESTOTLIWOSCI
Dane dopmwﬂm‘; graniczne Dane charakterystyczne (famv = 26°C)
(tamb = 25°C)
Zasto- hyz ron’Ce ~F
Typ S L Cyes
WA Uew | Uss | Fo |- ‘;L __ pry  Ie e yooy | | P prey Ie s
) . (Pc) N —tHez =10 Y] Uce =10V Uce=10V
5 v by mA nW Uez=10V | mAd | yy, pF ps mA dB mA | MHz
BFAPl5; = <30 | <4 <30 | 165 46...165 <1 =150 <0,7 <15 1 <3,5 1 100
BFAPS80 b <20 | <3 <20 | <200 /}}5 <2 | =500 <0,4 <4 2 <7 2 800
| BFAP83| °© <20 | <3 | <20 | <150 =10 ‘<3 | =550 <0,5 <6 3 — — | =
* Wzmacniacs i oscylatory malej mocy, wielkiej czestotliwosci
» Wzmacniacze, mieszacze 1 oscylatory malej mocy, wielklej czestotliwosci
¢ Wzmacniacze i oscylatory malej mocy w zakresie VHF
Obudowa CE256a (rys. 214) Dane dopuszczalne graniczne {(cd.)
Polaryzacja npn Ucs <30V

7]

<175°C

‘a



12.3. TRANZYSTORY SREDNIEJ MOCY, MALEJ CZESTOTLIWOSCI

HOANTVLOAIS MOTHO Od XHOLSAZNVAL 3t

Zastosowanie Wzmacniacze i uklady sterowania
Dane dopuszczalne graniczne (famp = 25°C) Dane charakterystycine (famn == 25°C)
hue Ccno
Typ Obudowa | Polaryzacja, Ucn Uce Uks Ic Prot t Grapa przy fr pray Ucs ant Ic p;.y
Ucg =2V Ucn = 10V, B
v v v A w °C Ic=015A MHz pF v A A
BCAPI1 CE23 npn <80 <40 | <5 <1 <0,8 <175 6 40...100 250 <25 <1 1 0,1
10 60...160
) 16 100...250
BCAPI3 CE23 pnp <60 <40 <35 <1 <0,8 <175 6 40...100 =50 <30 <1 1 0,1
10 60...160
16 100...250
EDAP3S CE39 npn <45 <45 <5 <15 <6,5 <125 40...240 200 — <0,5 9,5 0,05
BDAP36 CE39 pnp <45 <45 <5 <L5 <6,5 <125 40...240 150 — <0,6 0,5 0,05
BDAP37 CE39 npn <60 <60 <5 <15 <6,5 <125 40...160 200 —_— <0,56 0,5 0,05
BDAP38 CE39 pnp <60 <60 <5 <15 <6,5 <125 40...160 150 —_ <0,5 0,56 0,05
BDAY39 CE39 npn <80 <80 <5 <15 <6,5 <125 40...160 200 — <0,6 0,6 0,05
BI')A’P'iLO CE39 pnp <80 <80 <5 <1,5 <6,56 <125 40...160 150 — <0,6 0,5 0,05
12 4. TRANZYSTORY DUZEJ MOCY, MALEJ CZESTOTLIWOSCI
Jast Dane dopuszczalne graniczne (famp = 25°C) Dane charakterystyczne (tamn» = 25°C)
Zasto-
v A% v A W °C °C v A MHz A\ v A A
BAP54 & CE24 npn <60 <40 <5 <3 <125 45 <200 A 30...90 2 1 =30 <0,75] <1,35 2 0,2
B 50...150
C 100...300
BDAP55 a CE24 pnp <60 <40 <5 <3 <12,5 45 <200 A 30...90 2 1 =30 <1 <1,5 2 0,2
: B 50...150 )
C 100...300
BDCP20 b CE20 npn <100 <60 <7 <15 <115 25 <175 — 20...70 4 4 20,8 <l,1 <1,8 4 0,4
BDCP25 b CE20 npn <200 <140 <10 <6 <875 25 <200 A 15...45 4 2 =10 <0,6 <1,2 2 0,25
B 30...90
C 75...180

* Wzmacniacze duzej mocy malej czestotliwosci regulatory napigé, przetwornice
* Wamacniacze duzej mocy taalej czestotliwosei przelgezniki duzej mocy, regulatory napieé, przetwornice

g01
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12. TRANZYSTORY DO CELOW SPECJALNYCH

12.5. TRANZYSTORY WYSOKONAPIECIOWE SREDNIEJ

MOCY, WIELKIEJ CZESTOTLIWOSCI
Typ . . BFAP57
BFAPS58
BFAP59 )
Zastosowanie Stopnie wyjéciowe wzmacnia-
czy wizyjnych, uklady zaplonu .
wskaZnikéw jarzeniowych
Obudowa CE23 (zob. rys. 213)
Polaryzacja npn
Dane dopuszezalne graniczne
(tamp = 25°C)
Ucs = Ucy: BFAPS7 <160V
BFAP5S8 <250V

BFAP59
Uzs
I c. -

ty :

Daiie charakterystyczne

12.6. TRANZYSTORY PRZELACZAJACE MALEJ I SREDNIEJ MOCY -

(tamb = 25°C)

‘ Pioy priy tx_:ase‘v= 25°C

hyx przy Uce = 10 v,

R Ic = 30 mA
Jfr :
Cises przy Ucg = 30V
Ucgsat przy I. = 30 mA,-
IB = 6 mA .

<300V

<5V

- €100 mA

- <BbW

T <175°C

P Dane dopuszczalne graniczne (famby = 26°C) Dane charakteryeiyczne (t.,ﬁ = 25°C)
asto-
SOWa-~ Obu- Polary- E : . . przy

Typ aie dowa, zacja - Ucs Ucs Uen Ic- Piot ’ - I Oee Ic - fr.

. v v - na mA mw . .V -mA | MHz
BSBP0S 2 CE23 pnp <60 <40 | <5 - <600 v ) < 600. ' 100.. .300 10’ . 150 2200
BSBP0O7 d CE22 pnp <60 <40 <56 <600 . <400 | ) 100...300 " ° 10 |- 150 1 =200 -
BSBP19 a CE23 npn <75 <40 <6 <800 <800 100...300 . 10 . 150 2250
BSBP22 a CE22 npn <175 <40 <6 . <800 T <500 100...300 . }Q 150 . =250
BSDP20 b CE22 npn <40 <15 ' <4,5 < 200, <360 '40...120 i 1 .- 10 =500
BSDP59 e CE23 npn <70 <46 | <5 ' <1000 <800 30...70 S | 150 | =250

Dane charakterystycane (famb = 25°C) ) ’
Uck przy pray o L Ie - przy : .oprzy - —In,
Typ Ic Owo | pep | Upsew Uomust N fott fe, | e | (—Usm)
v mA pF v v v mA | mA ns ns mA. | - mA mA/V
BSBP05 20 50 <8 10 <2,6 §1,6 500 50 g <45 <200 » 715_0 I l§ 15
BSBPO7 20 50 <8 10 <2,6 <1,6 500 50 ~ <45 <200 | 150 |- 15 15
BSBP19 20 20 <8 10 <13 <04 150. 15 . <35 <285 150 15 (0,5)
BSBP22 20 20 <8 10 <18 <0,4 150 15 - |. <35 <285 150 | 156 (0,5)
BSDP20 10 10 <4 5 - <£0,85 <0,25 - 10 1 s\l2 ’ <18 10 3] 1,5
BSDP59 10 50 <10 10 <I,2 <0,6 500 50 <35 <60 500 |- 50 2)
* Przelgczniki, wzmacniacze 1 oscylatory sredniej ‘mocy
® Bardzo gzybkie przelyczniki malej mocy ’
¢ Przelgczniki, uklady sterowania pamieci na rdzeniach ferrytowych
12.7. TRANZYSTORY SREDNIEJ I DUZEY MOCY, WIELKIEJ CZESTOTLIWOSCI
Dane dopuszozalne graniczne ) Dane charakterystyczne (t.x;.b = 256°C)
(tamb = 25°C) . .
Zastoso-
Typ wanie Obudowa . Piot P pray
° (fones = 26°C) ° " I | P s
A w w % mA w 'MHz
BFCP99 8 CE23 <0,35 <b =2,6 250 <178 0,25 175
BLCP22 b CE27 <0,6 < 11,8 =3,0 =40 <270 1 400
* Wzmacniacze i oscylatory fredniej mocy
» Wzmacniacze, generatory i powlelacze duej mocy
Polaryzacja npn Dane charakterystyczne (cd.)
Jr przy Ic = 126 mA, >400 MHz
Dane dopuszczaine graniczne Uceg = 28V
(tamp = 25°C) hyw przy I = 125 mA, 15...200
Uck <40V ' Ug=58V
Ucs <85V Cc przy Ucp = 28 V,

J=1MHz

<10 pF

o~

29
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12.8. RYSUNKI WYMIAROWE

53

Rys. 210. Obudowa CE22; BSXP65, 66 | 67

0.

Rys. 214, Obudows CE25a; BFAP15, 80 | 83

RYS 213a. Obudowa CE24; BDAP34, 55

4 35
—
-
c R
o 2 3
1
8 g b}
-8
- n 5.
’ .~ 23
8 GL‘ Rys. 215. Obudows CE27; BLCP22
26 21
Rys. 211. Obudowa CE20; BDCP20 i 25
1 H } | ——
™) .
[ cfompmh, | .
o o3|
®05
IH 38 2
— s a
A — | a—— ] .
- it e E e Iy
)
¢ 0|
53 g ! N K ™
WA { J AN
8 | VEDE - —_—
Rys. 212. Obudowa CE22; BCAP07...09, 77...79, BSBP07 i 22 114
28
Rys. 216. Obudowa CE39; BDAP35...40
$Q5 2
| =—]
ey = o~ ﬂ S
S
- — -
3 2.2
6.5 =
22 -
S
Rys. 213. Obudowa CE23; BCAP11, 13, BFAP57...59, BFCP99, BSBP05, 19,
BSDP59, BSXP59, 60 i 61 3
2
Rys. 217. Obudowy CE45d i e
bt 008
o T
=
Typ Typ Zaciski
obudowy tranzystora 7 2 3
| i CE45d BCAEO07...09,
i ) 8.5 BCAE77...79 B E ¢
I 70 5 CE45e BCAEO7R...00R,
BCAE77R..7T9R | E | B ¢




